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【緒言】 近年蛍石構造を有する斜方晶相 HfO2基強誘電体が発見され、極薄膜で強誘電特性を

示すこと、Si プロセスとの整合性が良いこと、そして微細加工が可能であることなどから注目を

集めている[1]。これまで準安定相である斜方晶相（強誘電相）を安定化させるために様々な元素

をドープした HfO2基強誘電体の研究が行われてきた。我々は前回 HfO2薄膜に Y, Zrを共ドープし

た Hf-Zr-Y-O 薄膜を作製し、強誘電特性を示す組成について報告した[2]。本研究では良好な強誘

電特性が確認できた組成の中で、XRD測定結果から明瞭な斜方晶相由来のピークが確認できなか

った組成に着目し、強誘電特性の発現について調査を行った。 

【実験方法】 試料は、KrF エキシマレーザ(λ = 246 nm)を用いた PLD 法により、室温にて

(111)ITO(SnO2添加 In2O3)//(111)YSZ基板に堆積させた。ターゲットとして 0.05YO1.5-0.95Hf0.5Zr0.5O2

の焼結体を用いた。製膜後、結晶化のために窒素雰囲気下、1100 oCで 10 sの条件でアニール処理

を行い、Pt上部電極を作製した。結晶相は研究室および SPring-8 NIMS BL15XU において 2次元

検出器を備えた XRD 測定により評価を行った。作製した薄膜は分極-電界ヒステリシス測定によ

る電気特性評価を行った。 

【結果と考察】 Fig. 1 に研究室所有の XRD で測定した{110}非対称面の結果、Fig. 2 に分極-

電界ヒステリシス測定の結果を示す。Fig. 1からは強誘電相である斜方晶相由来の明瞭なピークを

確認することができないにもかかわらず、Fig. 2のように良好な強誘電特性を確認することができ

た。これらの結果は、分極-電界ヒステリシス測定中に電界誘起相転移が起きたことによって強誘

電性が発現した可能性がある。そこで我々は、微小部を測定可能な放射光 XRD を用いることによ

って電界を印加した上部電極上とその電極外について、斜方晶相の 110 ピーク近傍の測定を行っ

た。Fig. 3に示すように、電界を印加した上部電極上で斜方晶相のピーク強度の増加が確認された。

これらの結果から強誘電特性は、電界を印加したことによる強誘電相の斜方晶相への相転移によ

って生じた可能性が考えられる。 
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Fig. 1 XRD 2θ-Psi mapping near 

YSZ{110}  of 25 nm-thick 

0.05YO1.5-0.95Hf0.5Zr0.5O2 

measured at laboratory. 

Fig. 2 P-E hysteresis loops 

measured at 10 kHz for 25 

nm-thick  

0.05YO1.5-0.95Hf0.5Zr0.5O2. 

Fig. 3 Orthorhombic phase 

peak intensity measured 

on and outside of top 

electrodes. 
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